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論    文    の    要    旨 






















化を達成するために、p 型 GaN と金属電極の間に NiO を挿入した新規の構造を提案している。 こ
の構造における界面電子状態を放射光を用いた硬 X 線光電子分光(HX-PES)により実験的に測定
































 平成 29年 2月 14日、数理物質科学研究科学位論文審査委員会において審査委員の全員出席
のもと、著者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、審査委員
全員によって、合格と判定された。 
 
〔結論〕 
 上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な
資格を有するものと認める。 
 
 
 
 
